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Responsable de tutorización: Manuel Calixto 
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Departamento: Matemática Aplicada                                                                                                                         
Área de conocimiento: 

Responsable de cotutorización:  Juan B. Roldán Aranda 
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(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante) 
Estudiante que propone el trabajo:                                                                                           

 
 

Título: Estudio de la conducción de carga en memristores fabricados con materiales 
bidimensionales   
 Número de créditos:   6 ECTS  12 ECTS                                                                    

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                      
 

1. Revisiones y/o trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos relacionados con 
la titulación 

2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir del 
material disponible en los centros 

3. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc. 
4. Elaboración de nuevas prácticas de laboratorio 
5. Elaboración de un informe o un proyecto en el ámbito del grado de naturaleza profesional 
6. Trabajos relacionados con las prácticas externas 

 

Descripción y resumen de contenidos:  
 
Se estudiarán los dispositivos memristivos fabricados con electrodos metálicos y dieléctricos de 
materiales 2D, como el nitruro de boro hexagonal. Se analizarán las medidas experimentales de 
corriente y se modelarán mediante filamentos conductivos a través del dieléctrico. Estos 
filamentos pueden ser continuos, dando lugar a transporte óhmico, o presentar varias roturas. En 
este caso se modelaría como un cluster de trampas de naturaleza metálica separados por barreras 
de potencial.  
 
El modelado de esta estructuras se realizaría en el contexto de la mecánica cuántica, estudiando el 
coeficiente de transmisión a través de una o varias barreras de potencial, sus resonancias y 
fenómenos ligados al diodo tunel resonante. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Actividades a desarrollar: 
 
-Análisis de medidas experimentales. Estudio de la física de la estructura fabricada. 
-Desarrollo de las ecuaciones físicas que describen el transporte. 
-Ajuste de las constantes del modelo utilizando datos experimentales. 
-Cálculo de estructuras con varias barreras de diferentes dimensiones físicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos planteados 

Análisis de medidas experimentales. Estudio de la física de la estructura fabricada. 

Desarrollo de las ecuaciones físicas que describen el transporte. 

Cálculo de estructuras con varias barreras de diferentes dimensiones físicas. 
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